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１．概要（Summary） 

容易に電気・光特性を変えることができる遷移金属酸

化物が注目を集めている。その中でも、室温近傍で金属-

絶縁体相転移する材料である二酸化バナジウム(VO2)に

着目した。本研究では、デバイス応用上必要不可欠な Si

基板上への VO2 薄膜の作製と薄膜/下地バッファ層の界

面における金属-絶縁体相転移現象の理解を目的として

いる。通常、直接Si(001)基板上にVO2を蒸着した場合、

VO2/Si 界面に SiO2膜が形成されるため、界面制御が困

難である。そこで、我々は Si基板と VO2薄膜の中間層に

界面制御層としてCoバッファ層を導入することを着想した。

今年度、下地バッファ層としてCoに注目し、まずはCoバ

ッファ層/Si基板の積層構造形成に取り組んだ。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 EB蒸着装置 

【実験方法】 

バッファ層として Co 膜を採用し、Si 基板上に様々な基

板温度で、背圧 2.0×10-4 Pa にて Co を蒸着した。その

後、走査型電子顕微鏡法(SEM)を用いて構造評価を行

った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

EB蒸着装置を用いて膜厚: 数 10 nmのCo薄膜を成

長させた。XPS で組成分析したところ、基板温度が低温

ほど、Siとのミキシングを抑制したCo薄膜が形成されるこ

とがわかった。SEM 観察の結果、平坦な Co 薄膜が形成

されていることを確認した(Fig. 1)。今後は Coの薄膜上に

VO2薄膜成長に取り組んでいく予定である。 

 

 

Fig. 1 SEM image of Co film on Si(001) substrate. 
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